Mikrostruktiiros jtaka plony SDC sluoksniy elektrinéms ir optinéms savybéms

Influence of microstructure on electrical and optical properties of SDC thin films
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Mikrostruktira ir kristality dydis daro jtaka
nanokristaliniy medziagy savitajam laidziui ir draustinés
juostos plo¢iui [1-4]. Todél, buvo nuspresta suformuoti
plonus Smg2Ceps02-5 sluoksnius ant 50 °C — 600 °C
temperatiiros SiOz ir AlOs padékly ir jvertinti
mikrostruktaros poveikj elektrinéms bei optinéms
savybéms. Padéklai prie§ garinima buvo nuplauti
ultragarsinéje voneléje gryname acetone ir pavalyti Ar*
jony plazma. Priemai§y koncentracija buvo nustatyta
EDS metodu. XRD matavimy duomenys apdoroti
panaudojant programas ,,Eva“ ir ,,TOPAS®. Draustinés
juostos plocio skaiCiavimai atlikti pasinaudojus optinio
pralaidumo spektrais ir Tauco sarys$iu. Elektrocheminio
impedanso matavimai atlikti esant 200 °C + 1000 °C
temperatiiroms ir 10-10° Hz daZniams, oro aplinkoje.
Zre ir —Zim priklausomybiy nuo log(w) fitinimas buvo
atlickamas pasinaudojant lygtimi, kuri apraso Rg|Qg-
Rg|Qgr granding (2 pav.). Rg|Qg grandinés lygtis:
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¢ia R — varza, Q — kondensatoriaus talpa atitinkantis
dydis, w — ciklinis daznis, ¢, = cos(ma/2), o s, =
sin(ma/2), a — koeficientas.

Savitasis laidis o buvo skai¢iuojamas pagal formule:

0 =L/ARy + Ryp), (2)

¢ia Ry — grudeliy varza, Rqy — grudeliy riby varza, L —
atstumas tarp elektrody ir A — elektrody plotas.
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1 lentelé. Technologiniy parametry (Vg — augimo
greitis, Ts — padéklo temperatira) jtaka kristality dydZiui
(<d>), aktyvacijos energijai (Ea) ir savitajam laidZiui (o)

Kristalografinés orientacijos kitimo jtakos nepastebéta.
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priklausomybé nuo E,fotony energijos
bei draustinés juostos plocio (Ej) priklausomybé nuo
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Vg, NM/s T, K <d>, Ea, eV o, Slcm
50 10,2 0,896 | 4,40-107
150 10,9 0,970 | 9.00-10*
0,4 300 22,4 0,835 1,50-10°°
450 39,9 0,895 | 3.30-10°
600 91,8 0,988 | 7.30-10°°
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2 pav. Plony SDC sluoksniy, suformuoty garinant
203,3m?/g pavirsiaus ploto miltelius bei palaikant 0,4

Eksperimentai parodé¢, kad draustinés juostos plotis
didéja didéjant kristality dydziui (1 pav.), dél
mazejancios vakansijy koncentracijos didéjant kristality
dydziui. Plony SDC sluoksniy jtrikimai salygoja itin
7emg savitajj laidj (4,40-107 S/cm) (1 lentel¢). Be to,
did¢jant kristality dydziui didéja savitasis laidis.
Kristality dydziui esant apie 10,9 nm savitojo laidumo
verté yra 9,00-10* S/cm, o kristality dydZiui esant 91,8
nm savitojo laidzio verté yra 7,3-10 S/cm (1 lentelé).

nm/s augimo greitj a) Zre ir b) —Zim priklausomybés nuo
log(w)

Reik§miniai ZodZiai: savitasis laidis, draustinés

juostos plotis, kristality dydis.
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